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GaN は化学的に安定しておりウェットエッチングが困難であるため，通常ドライエッチングが

用いられるが，低ダメージかつ制御性の高いエッチングの方法として，ウェットエチングの適用

を検討することは重要である。前回の応用物理学会においては，電気化学的手法による GaN の陽

極酸化と，酸化物除去による 2 段階ウェットエッチング法について報告した[1]。図 1に示すよう

に，GaN の 2 段階ウェットエッチングにより GaN のパターニングに成功した。この際，我々は

XPS 測定により，通電後の GaN の陽極酸化を確認した。そこで今回は，陽極酸化領域の電気的特

性を調べた。 

今回の実験では，電気化学的手法による通電により陽極酸化された GaN と，通電を行っていな

い GaN の電気的特性評価の比較を行った。GaN 試料には，MOVPE 法により成長した 1.0 m 

n-GaN/0.5 m i-GaN/Nucleation layer/Sapphire substrate なる試料を用いた。また，通電を行う試料に

は 100 nmの SiO2を堆積し，2 mm2の通電領域を形成した。また，通電を行うために 20 nm Ti/80 nm 

Al/20 nm Ti/200 nm Auなるオーミック電極を形成した。評価をするにあたり，スパッタリングに

より膜厚 2000 Åで，100 µm2の Al電極パッドを 40 µm離して作製した。図 2に評価結果を示す。

この結果より，陽極酸化を行った GaN 領域では，陽極酸化前に比べて電気抵抗が約 3倍になって

いることが確認できた。 

[1] 清藤 他 2018年秋季応用物理学会 19a-146-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1. 2段階エッチング試料における段差測定結果 図 2. GaNの I-V 特性評価 
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